
JP 6394605 B2 2018.9.26

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも、絶縁基板と、ゲート電極と、ゲート絶縁膜と、ソース電極と、ドレイン電
極と、半導体層と、前記半導体層を覆う保護層と、画素電極と、前記ドレイン電極と前記
画素電極の間に形成された層間絶縁膜とを備えた薄膜トランジスタアレイであって、
　前記層間絶縁膜は、有機膜、又は、有機と無機の混合膜であり、
　前記画素電極を前記ドレイン電極に接続するために、前記層間絶縁膜は、前記ドレイン
電極が形成された箇所の一部にビアホールを有し、
　前記ドレイン電極は、前記ビアホール内に位置して電極材に開口が形成された開口部を
有し、
　前記ビアホール内の前記ドレイン電極上にチオール基またはジスルフィド基が存在する
、薄膜トランジスタアレイ。
【請求項２】
　前記ビアホールの開口端が、前記ドレイン電極の端、又は、前記ドレイン電極上に存在
する、請求項１に記載の薄膜トランジスタアレイ。
【請求項３】
　前記層間絶縁膜の厚みが０．５μｍ以上５μｍ以下である、請求項１または請求項２に
記載の薄膜トランジスタアレイ。
【請求項４】
　前記層間絶縁膜は、インクジェット印刷法、スクリーン印刷法、又はグラビアオフセッ
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ト印刷法により形成されている、請求項１乃至３のいずれか一項に記載の薄膜トランジス
タアレイ。
【請求項５】
　前記半導体層が有機半導体層である、請求項１乃至４のいずれか一項に記載の薄膜トラ
ンジスタアレイ。
【請求項６】
　前記絶縁基板がプラスチック基板である、請求項１乃至５のいずれか一項に記載の薄膜
トランジスタアレイ。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか一項に記載の薄膜トランジスタアレイと、
　画像表示媒体とを備える、画像表示装置。
【請求項８】
　前記画像表示媒体が電気泳動方式によるものである、請求項７に記載の画像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薄膜トランジスタアレイ、及び画像表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、フレキシブル化、軽量化、低コスト化などの観点から、印刷法で製造することが
できる有機半導体を用いた薄膜トランジスタの研究が盛んに行なわれ、有機ＥＬや電子ペ
ーパーなどの駆動回路や電子タグなどへの応用が期待されている。
【０００３】
　薄膜トランジスタは、導電体、絶縁体、及び半導体などが積層されたものである。薄膜
トランジスタアレイは、構造や用途により層間絶縁膜が設けられ、層間絶縁膜に設けられ
たビアホールを介して、上部の導電体と下部の導電体との間に電気的接続がとられている
。
【０００４】
　層間絶縁膜としては、無機膜の窒化シリコンや酸化シリコンをプラズマＣＶＤにて成膜
して、フォトレジストにより所望の開口部を形成した後に、ドライエッチングによりビア
ホールを形成する方法が広く用いられている。また、感光性樹脂を用いて形成する方法も
ある。これらの方法では、ビアホール形成にフォトリソグラフィを用いるため、低コスト
を目指す印刷法による薄膜トランジスタアレイの製造の試みに対して、スループットやコ
ストが問題となる。
【０００５】
　それに対して、特許文献１には、印刷法で層間絶縁膜を形成する方法が記載されている
。この方法では、ゲート絶縁膜の成膜後に、ビアホールを形成する部分にインクジェット
法により溶剤を塗布して絶縁膜を溶解することで、ビアホール形成する。ビアホール部に
て露出した導電体表面に、インクジェット法により撥液インキを塗布して撥液化する。そ
して、インクジェット法により基板全面に前駆体樹脂を印刷し、硬化することで層間絶縁
膜を形成する。
【０００６】
　また、特許文献２に記載の方法では、ゲート絶縁膜を成膜後に、ビアホールを形成する
部分にインクジェット法により溶剤を塗布して絶縁膜を溶解することでビアホール形成す
る。ビアホール部にて露出した導電体は、開口部より面積が小さいため、インクジェット
法により導電体表面に撥液インキを塗布して撥液化する。そして、インクジェット法によ
り基板全面に前駆体樹脂を印刷し、硬化することで層間絶縁膜を形成する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
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【特許文献１】特開２０１２－６４８４４号公報
【特許文献２】特開２０１２－２０４６５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、特許文献１に記載の方法では、第一層間絶縁膜の成膜後に溶剤を塗布し
てビアホールの穴あけを行なうため、ビアホール部に第一層間絶縁膜の残渣が残りやすく
、画素電極とドレイン電極との導通が不十分になるという問題がある。
【０００９】
　また、特許文献２に記載の方法では、ビアホール部のドレイン電極を第一層間絶縁膜の
ビアホールサイズよりも予め小さく形成するが、真空成膜とフォトリソグラフィによる加
工であるため、印刷法に比べて、スループットやコストの面で問題が大きい。
【００１０】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、層間絶縁膜の形成にフォト
リソグラフィを用いることなく層間絶縁膜に欠陥の少ない薄膜トランジスタアレイ及び画
像表示装置を提供することを目的とする。
　本発明は、上記問題に鑑みたビアホールの構造に関し、層間絶縁膜のドレイン電極部分
に予め開口を開けておき、そこにインクジェット法で撥液処理インキを塗布することによ
って、ドレイン電極のビアホール部のみを撥液性にすることで、印刷法による層間絶縁膜
を形成できる構造と製造方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の一態様に係る薄膜トランジスタアレイは、少なくとも、絶縁基板と、ゲート電
極と、ゲート絶縁膜と、ソース電極と、ドレイン電極と、半導体層と、半導体層を覆う保
護層と、画素電極と、ドレイン電極と画素電極の間に形成された層間絶縁膜とを備えた薄
膜トランジスタアレイであって、層間絶縁膜は、有機膜、又は、有機と無機の混合膜であ
り、画素電極をドレイン電極に接続するために、層間絶縁膜は、ドレイン電極が形成され
た箇所の一部にビアホールを有し、ドレイン電極は、ビアホール内に位置して電極材に開
口が形成された開口部を有し、ビアホール内のドレイン電極上にチオール基またはジスル
フィド基が存在する、薄膜トランジスタアレイである。
【００１２】
　また、上記薄膜トランジスタアレイにおいて、ビアホールの開口端が、ドレイン電極の
端、又は、ドレイン電極上に存在してもよい。
【００１３】
　また、上記薄膜トランジスタアレイにおいて、層間絶縁膜の厚みが０．５μｍ以上５μ
ｍ以下であってもよい。
【００１４】
　また、上記薄膜トランジスタアレイにおいて、層間絶縁膜がインクジェット印刷法、ス
クリーン印刷法、又はグラビアオフセット印刷法により形成されていてもよい。
【００１５】
　また、上記薄膜トランジスタアレイにおいて、半導体層が有機半導体層であってもよい
。
【００１６】
　また、上記薄膜トランジスタアレイにおいて、絶縁基板がプラスチック基板であっても
よい。
【００１７】
　また、本発明の一態様に係る画像表示装置は、上記薄膜トランジスタアレイと、画像表
示媒体からなる画像表示装置である。
【００１８】
　また、上記画像表示装置において、上記画像表示媒体が電気泳動方式によるものであっ
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てもよい。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、層間絶縁膜の形成にフォトリソグラフィを用いることなく層間絶縁膜
に欠陥の少ない薄膜トランジスタアレイ及び画像表示装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】図１は、本発明の実施形態に係る薄膜トランジスタアレイの構造を示す平面及び
断面図である。
【図２】図２は、実施例１に係る薄膜トランジスタアレイの構造を示す平面及び断面図で
ある。
【図３】図３は、実施例１に係るドレイン電極を示す平面及び断面図である。
【図４】図４は、実施例１に係る薄膜トランジスタアレイの製造方法における、撥液処理
から層間絶縁膜の形成までの工程を示す断面図である。
【図５】図５は、比較例１に係る薄膜トランジスタアレイの構造を示す平面図及び断面図
である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。以下、参照する図面は、説明
を判り易くするために縮尺は正確には描かれていない。なお、実施の形態において、同一
構成要素には同一符号を付けている。
【００２２】
　本実施の形態に係る薄膜トランジスタアレイ５０、５１は、少なくとも、絶縁基板１０
と、ゲート電極１１と、ゲート絶縁膜１２と、ソース電極１３Ｂと、ドレイン電極１４と
、半導体層１５と、半導体層１５を覆う保護層１６と、画素電極１８と、ドレイン電極１
４と画素電極１８の間に形成された層間絶縁膜１７とを備える。ゲート電極１１はゲート
絶縁膜１２により被覆されている。層間絶縁膜１７は、有機膜、又は、有機と無機の混合
膜である。画素電極１８をドレイン電極１４に接続するために、層間絶縁膜１７は、ドレ
イン電極１４が形成された箇所の一部にビアホール４０を有する。ビアホール４０には導
電材が埋設されている。ドレイン電極１４は、ビアホール４０内に位置して電極材に開口
が形成された開口部を有し、ビアホール４０内のドレイン電極１４上にチオール基または
ジスルフィド基が存在する。例えば、ビアホール４０の開口端が、ドレイン電極１４の端
、又は、ドレイン電極１４上に存在する。例えば、層間絶縁膜１７の厚みは０．５μｍ以
上５μｍ以下である。例えば、層間絶縁膜１７は、インクジェット印刷法、スクリーン印
刷法、又はグラビアオフセット印刷法により形成されている。例えば、半導体層１５は有
機半導体層である。例えば、絶縁基板１０はプラスチック基板である。
　また、本実施の形態に係る画像表示装置は、本実施の形態に係る薄膜トランジスタアレ
イ５０、５１と、画像表示媒体（例えば画像表示パネル）とを備える。例えば、画像表示
媒体は電気泳動方式によるものである。
　なお、薄膜トランジスタアレイ５０、５１を製造する際には、ドレイン電極１４のうち
ビアホール形成予定部に予め開口を開けておき、そこにインクジェット法で撥液処理イン
キを塗布する。撥液処理インキをビアホール形成予定部のドレイン電極１４のみに成膜す
る。これにより、ドレイン電極１４上の所望の領域のみ撥液性になり、印刷法にて成膜し
た層間絶縁膜１７がビアホール形成予定部のドレイン電極１４に選択的に塗布されない。
これにより層間絶縁膜１７に印刷法にてビアホール４０を形成することができる。
【００２３】
　具体的に、図１に、本発明の実施の形態に係る薄膜トランジスタアレイ５０の構成の一
例を示す。図１では、上側に平面図が記載され、下側に断面図が記載されている。この点
は、図２と図５も同様である。
【００２４】
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　薄膜トランジスタアレイ５０は、プラスチック基板１０（絶縁基板）上に、ゲート電極
１１、キャパシタ電極１９、ゲート絶縁膜１２、ソース電極１３Ｂ、ドレイン電極１４、
半導体層１５、保護層１６、層間絶縁膜１７、及び画素電極１８（上部画素電極）とを備
えている。ソース電極１３Ｂ及びドレイン電極１４は、ゲート絶縁膜１２上に形成され、
半導体層１５に接続されている。薄膜トランジスタアレイ５０では、保護層１６が、有機
絶縁材料からなり、各半導体層１５を被覆するようにストライプ状に形成されている。さ
らに、画素電極１８とドレイン電極１４を導通するために層間絶縁膜１７にあけられたビ
アホール４０は、ドレイン電極１４の端又はドレイン電極１４上に開口エッジ（図１の下
側図におけるビアホール４０の下端）が配置されている。
【００２５】
　本発明の実施の形態に係るプラスチック基板１０の材料には、ポリメチレンメタクリレ
ート、ポリアクリレート、ポリカーボネート、ポリスチレン、ポリエチレンサルファイド
、ポリエーテルスルホン、ポリオレフィン、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレン
ナフタレート、シクロオレフィンポリマー、ポリエーテルサルフォン、トリアセチルセル
ロース、ポリビニルフルオライドフィルム、エチレン－テトラフルオロエチレン、共重合
樹脂、耐候性ポリエチレンテレフタレート、耐候性ポリプロピレン、ガラス繊維強化アク
リル樹脂フィルム、ガラス繊維強化ポリカーボネート、透明性ポリイミド、フッ素系樹脂
、環状ポリオレフィン樹脂等を使用することができるが、本発明はこれらに限定されるも
のではない。これらは、単独で使用してもよいし、２種以上が積層された複合基板として
使用してもよい。また、ガラスやプラスチック基板上にカラーフィルタのような樹脂層を
有する基板を使用することもできる。
【００２６】
　本発明の実施の形態に係るゲート電極１１、ソース配線１３Ａ、ソース電極１３Ｂ、ド
レイン電極１４、画素電極１８、及びキャパシタ電極１９の材料には、Ａｕ、Ａｇ、Ｃｕ
、Ｃｒ、Ａｌ、Ｍｇ、Ｌｉなどの低抵抗金属材料や、酸化物材料を好適に用いることがで
きる。具体的には、酸化インジウム（Ｉｎ２Ｏ３）、酸化錫（ＳｎＯ２）、酸化亜鉛（Ｚ
ｎＯ）、酸化カドミウム（ＣｄＯ）、酸化インジウムカドミウム（ＣｄＩｎ２Ｏ４）、酸
化カドミウム錫（Ｃｄ２ＳｎＯ４）、酸化亜鉛錫（Ｚｎ２ＳｎＯ４）、酸化インジウム亜
鉛（ＩｎＺｎＯ）等を用いることができる。また、この酸化物材料に不純物をドープした
ものも好ましく用いることができる。例えば、酸化インジウムにモリブデンやチタンをド
ープしたもの、酸化錫にアンチモンやフッ素をドープしたもの、酸化亜鉛にインジウム、
アルミニウム、ガリウムをドープしたものなどを用いることができる。なかでも酸化イン
ジウムに錫をドープした酸化インジウム錫（ＩＴＯ）がとりわけ低い抵抗率を示す。また
、ＰＥＤＯＴ（ポリエチレンジオキシチオフェン）等の有機導電性材料も好適に用いるこ
とができ、この場合は、有機導電性材料単体で用いてもよいし、有機導電性材料と導電性
酸化物材料を複数層に積層して用いてもよい。ゲート電極１１、ソース配線１３Ａ、ソー
ス電極１３Ｂおよびドレイン電極１４、画素電極１８、キャパシタ電極１９は、すべて同
じ材料から形成してもよいし、違う材料から形成してもよい。しかし、工程を減らすため
には、ソース配線１３Ａ、ソース電極１３Ｂ、及びドレイン電極１４に同一の材料を使用
することが望ましい。これらの電極は、真空蒸着法、イオンプレーティング法、スパッタ
法、レーザーアブレーション法、プラズマＣＶＤ法、光ＣＶＤ法、ホットワイヤーＣＶＤ
法等により形成される。また、これらの電極は、上述の導電性材料をインキ状、ペースト
状にしたものをスクリーン印刷、フレキソ印刷、インクジェット法等により塗布し、焼成
することでも形成が可能である。但し、本発明では、これらの電極の形成方法はこれらに
限定されない。
【００２７】
　本発明の実施の形態に係るゲート絶縁膜１２の材料には、酸化シリコン、窒化シリコン
、酸化窒化シリコン、酸化アルミニウム、酸化タンタル、酸化イットリウム、酸化ハフニ
ウム、ハフニウムアルミネート、酸化ジルコニア、酸化チタン等の無機材料、またはＰＭ
ＭＡ（ポリメチルメタクリレート）等のポリアクリレート、ＰＶＡ（ポリビニルアルコー
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ル）、ＰＶＰ（ポリビニルフェノール）等を用いることができる。より簡便にゲート絶縁
膜１２ならびに凹部を形成するためには、感光性を有する塗布型絶縁材料を好適に用いる
ことができるが、本発明はこれらに限定されるものではない。また、ゲートリーク電流を
抑えるために、絶縁材料の好ましい抵抗率は、１０１１Ωｃｍ以上、より好ましくは１０
１４Ωｃｍ以上である。
【００２８】
　本発明の実施の形態に係る半導体層１５は、有機半導体材料として、ポリチオフェン、
ポリアリルアミン、フルオレンビチオフェン共重合体、およびそれらの誘導体のような高
分子有機半導体材料、およびペンタセン、テトラセン、銅フタロシアニン、ペリレン、６
，１３－ビス（トリイソプロピルシリルエチニル）ペンタセン（ＴＩＰＳ－ペンタセン）
、およびそれらの誘導体のような低分子有機半導体材料や、加熱処理などで有機半導体に
変換される前駆体を半導体材料インキとして用いることができる。また、カーボンナノチ
ューブあるいはフラーレンなどの炭素化合物や半導体ナノ粒子分散液なども半導体層の材
料として用いることができる。半導体材料インキを用いる場合には、溶媒としてトルエン
やキシレン、インダン、テトラリン、プロピレングリコールメチルエーテルアセテートな
どを用いることができるが、これらに限定されるものではない。
【００２９】
　本発明の実施の形態に係る保護層１６の材料には、ポリビニルフェノール、ポリメタク
リル酸メチル、ポリイミド、ポリビニルアルコール、エポキシ樹脂、フッ素樹脂などの高
分子溶液、アルミナやシリカゲルなどの粒子を分散させた溶液を好適に用いることができ
る。また、保護層１６の形成方法としては、スクリーン印刷、フレキソ印刷、又はインク
ジェット法などの湿式法を用いて、直接パターンを形成する方法を好適に用いることがで
きる。
【００３０】
　本発明の実施の形態で用いられる撥液処理インキに含まれる化合物には、チオール化合
物、若しくはジスルフィド化合物、若しくはシランカップリング剤、若しくはホスホン酸
化合物などが挙げられるが、これらに限定されるものではない。これらの化合物としては
、エタンチオール、プロパンチオール、ブタンチオール、ペンタンチオール、ヘキサンチ
オール、ヘプタンチオール、オクタンチオール、デカンチオール、オクタデカンチオール
などのアルカンチオール類、ベンゼンチオール、フルオロベンゼンチオール、ペンタフル
オロベンゼンチオールなどの芳香族チオール類、ジフェニルジスルフィドなどのジスルフ
ィド化合物、メチルトリメトキシシラン、エチルトリメトキシシラン、プロピルトリメト
キシシラン、オクチルトリメトキシシラン、オクチルトリエトキシシラン、オクチルトリ
クロロシラン、オクタデシルトリメトキシシラン、オクタデシルトリエトキシシラン、オ
クタデシルトリクロロシランなどのシランカップリング剤、オクタデシルホスホン酸など
のホスホン酸化合物などを使用できるが、これらに限定されるものではない。また、溶媒
には、アルコール系溶剤が用いられ、１－プロパノール、１－ブタノール、２－ブタノー
ル、３－ペンタノール、２－メチル－１－ブタノール、２－メチル－２－ブタノール、イ
ソアミルアルコール、３－メチル－２－ブタノール、４－メチル－２ペンタノール、アリ
ルアルコール、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエ
チルエーテルなどを用いることができるが、これらに限定されるものではない。
【００３１】
　本発明の実施の形態に係る層間絶縁膜１７の材料には、ポリイミド、ポリアミド、ポリ
エステル、ポリビニルフェノール、ポリビニルアルコール、ポリ酢酸ビニル、ポリウレタ
ン、ポリスルホン、ポリ弗化ビニリデン、シアノエチルプルラン、エポキシ樹脂、フェノ
ール樹脂、ベンゾシクロブテン樹脂、アクリル樹脂、ポリスチレン、ポリカーボネート、
環状ポリオレフィン、フッ素樹脂、シリコーン樹脂や、これらの樹脂のポリマーアロイや
共重合体を用いることができ、また有機無機のフィーラーなどを含むコンポジット材料も
用いることができるが、これらに限定されるものではない。
【００３２】
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　本発明のパターン形成方法を用いて形成される薄膜トランジスタの構造としては、特に
限定されるものではなく、トップゲート型、ボトムゲート型のいずれの構造であってもよ
い。
ゲート電極１１の配置以外の構造の違いとして、半導体層１５の位置が異なるボトムコン
タクト型、トップコンタクト型であってもよいが、半導体層１５として有機半導体材料を
用いる場合にはボトムコンタクト型とすることが好ましい。ボトムコンタクト型は、トッ
プコンタクト型に比べてチャネル長を短くでき、大きなドレイン電流を得ることができる
ためである。
＜実施例１＞
【００３３】
　図２に、実施例１に係るボトムゲートボトムコンタクト型のフレキシブル薄膜トランジ
スタアレイから成る薄膜トランジスタアレイ５１の概略構成を示すパターンレイアウト平
面図ならびに断面構造を示す。以下、図２を参照して製造方法を説明する。本薄膜トラン
ジスタアレイ５１は、１素子サイズ３００μｍ×３００μｍであり、この素子が２４０×
３２０個あるものである。
【００３４】
　プラスチック基板１０としてポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）フィルムを用いた。
ＰＥＮフィルム上にアルミニウムをスパッタ法により１００ｎｍ成膜後、ポジレジストを
用いてフォトリソグラフィ及びエッチングを行い、その後レジストを剥離することにより
、ゲート電極１１及びキャパシタ電極１９を形成した。
【００３５】
　続いて、ゲート絶縁材料として塗布型感光性絶縁材料（ＡＨシリーズ　日立化成製）を
スピンコートにより塗布後、図示されていないがゲート配線の端子部に開口をフォトリソ
グラフィにより形成した。その後、１８０℃で乾燥させゲート絶縁膜１２を得た。
【００３６】
　次に、金を蒸着法により５０ｎｍ成膜し、ポジレジストを用いてフォトリソグラフィ及
びエッチングを行い、その後レジストを剥離することにより、ソース電極１３Ｂおよびド
レイン電極１４を形成した。
【００３７】
　半導体層形成用材料として、テトラリンと６，１３－ビス（トリイソプロピルシリルエ
チニル）ペンタセン（ＴＩＰＳ－ペンタセン）を混合した溶液を用いた。半導体層の形成
には、フレキソ印刷法を用いた。フレキソ印刷には、感光性樹脂フレキソ版と１５０線の
アニロックスロールを用い、幅１００μｍのストライプ形状の半導体層を形成した。印刷
後、１００℃で６０分乾燥させて半導体層１５を形成した。
【００３８】
　続いて、保護層１６を形成した。具体的に、保護層形成材料としてフッ素系樹脂を用い
た。保護層形成にはフレキソ印刷を用いた。フレキソ版として感光性樹脂フレキソ版を用
い、１５０線アニロックスロールを用いた。ストライプ形状のフレキソ版を用い、半導体
層１５を覆うように、線幅１５０μｍのストライプ形状の保護層１６を印刷し、１００℃
で９０分乾燥させて保護層１６を形成した。
【００３９】
　ビアホール４０を形成するドレイン電極部分に撥液処理を行った。図３は、後工程でビ
アホール４０を形成する部分（ビアホール形成予定部）のドレイン電極１４の形状及び断
面を示したものである。ドレイン電極１４は、ビアホール形成予定部の位置に、中心に開
口が設けられた開口部を有する。図４は、ビアホール形成予定部のドレイン電極１４の撥
液処理から層間絶縁膜１７の形成までの断面形状を示したものである。
　図４の（ａ）に示すように、インクジェット印刷により、インクジェットヘッド２１か
ら吐出した撥液処理インキ２２を、ビアホール形成予定部のドレイン電極１４に塗布する
。撥液処理インキ２２は、チオール化合物またはジスルフィド化合物を含む。溶媒には高
沸点のアルコール溶媒を好適に用いることができる。チオール化合物またはジスルフィド
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化合物の硫黄原子は、ドレイン電極１４の金属原子と速やかに化合するため、ビアホール
形成予定部のドレイン電極１４を容易に撥液性にすることができる。チオール化合物また
はジスルフィド化合物がフッ素化アルキル鎖を含んでいると撥液性が増す。
　図４の（ｂ）は、インクジェットヘッド２１より吐出された撥液処理インキ２２がビア
ホール形成予定部のドレイン電極１４の内側に着弾した状態を示す。感光性樹脂で形成さ
れたゲート絶縁膜１２の表面は撥液性があり、着弾した撥液処理インキ２２はドレイン電
極１４の開口内に一時的に溜まるが、すぐに図４の（ｃ）に示すように、ゲート絶縁膜１
２より相対的に濡れ性の良いドレイン電極１４に濡れ広がる。ドレイン電極１４の開口径
と撥液処理インキ２２の塗布量を調整することにより、ビアホール形成予定部のドレイン
電極１４のみに撥液処理インキ２２を印刷することができる。
【００４０】
　続いて、層間絶縁膜１７を形成した。層間絶縁膜形成材料としてエポキシ樹脂を用いた
。スクリーン印刷を用いて形成を行い、９０℃で１時間乾燥させ、層間絶縁膜１７とした
。層間絶縁膜１７は、薄膜トランジスタアレイ５１全体を覆うように印刷されるが、図４
の（ｄ）に示すように、ビアホール形成予定部のドレイン電極１４よりも開口を広げて印
刷する。
　基板に層間絶縁膜形成材料のインキが印刷された際にインキが流動するが、ビアホール
形成予定部のドレイン電極１４の表面が撥液性となっているため、図４の（ｅ）に示すよ
うに、ドレイン電極１４のエッジ部分で層間絶縁膜材の流動が止まり、ビアホール形成予
定部のドレイン電極１４の外周形状にビアホール４０を設けることができる。
【００４１】
　その後、画素電極１８を形成した。画素電極材料として銀ペーストを用いた。画素電極
１８の形成には、スクリーン印刷を用い、銀ペーストをビアホール４０内に完全に充填さ
せた。パターン形成後、９０℃で１時間乾燥させることにより、画素電極１８とした。
【００４２】
　しかる後、対向電極との間に電気泳動媒体２０を挟んで本実施例によるディスプレイを
駆動した。印刷法により層間絶縁膜１７を形成したにも係らず、画素電極１８とドレイン
電極１４間の導通を良好に図ることができ、良好な画像表示を行うことができた。
＜比較例１＞
【００４３】
　比較例１として、図５に示した形態をとるボトムゲートボトムコンタクト型フレキシブ
ル薄膜トランジスタアレイ５２の製造方法を示す。本トランジスタアレイは１素子サイズ
３００μｍ×３００μｍであり、この素子が２４０×３２０個あるものである。
【００４４】
　プラスチック基板１０としてポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）フィルムを用い、実
施例１と同様にゲート電極１１、キャパシタ電極１９、ゲート絶縁膜１２、ソース電極１
３、ドレイン電極１４、半導体層１５、及び保護層１６を形成した。
【００４５】
　層間絶縁膜１７を第一層間絶縁膜３１と第二層間絶縁膜３２の２層構造として、どちら
の層間絶縁膜３１、３２も実施例１と同様の材料および印刷方法を用いた。ただし、第一
層間絶縁膜３１は基板全面に膜厚０．５μｍ厚にて形成した。ビアホール部にインクジェ
ット印刷にて２５ｐＬ程度のγ－ブチロラクトンの液滴を３回滴下した。次に、ビアホー
ル部のドレイン電極１４を撥液性にするために、実施例１と同様にインクジェット印刷に
て撥液処理インキ２２を塗布した。次に、第二層間絶縁膜３２を膜厚２．５μｍ厚にて形
成した。
【００４６】
　実施例１と同様に、画素電極１８を形成し、対向電極との間に電気泳動媒体２０を挟ん
で比較例１によるディスプレイを駆動したところ、層間絶縁膜１７のビアホール部での孔
開けが不十分な箇所では、画素電極１８とドレイン電極１４の導通が阻害され、滅点が多
く良好な表示を行うことができなかった。
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　以上説明したように、本発明によれば、層間絶縁膜の形成にフォトリソグラフィを用い
ることなく層間絶縁膜に欠陥の少ない薄膜トランジスタアレイ及び画像表示装置を提供す
ることができる。
【産業上の利用可能性】
【００４８】
　本発明のフレキシブル薄膜トランジスタは、フレキシブル電子ペーパーや、フレキシブ
ル有機ＥＬディスプレイ等のスイッチング素子などとして利用することができる。さらに
その製造方法において、本発明を用いることで、生産性の向上に貢献することができる。
具体的には、層間絶縁膜を印刷法にて形成することができるので、大面積でも短いタクト
タイムで薄膜トランジスタアレイを形成できる。また、ビアホール部のドレイン電極上に
層間絶縁膜を形成する樹脂が塗布されないため、ドレイン電極と画素電極の導通が十分に
確保される。これによって、フレキシブルディスプレイやＩＣカード、ＩＣタグ等広範囲
に応用可能なフレキシブル薄膜トランジスタを低コストかつ高品質に作製することが可能
となる。
【符号の説明】
【００４９】
　１０　　プラスチック基板
　１１　　ゲート電極
　１２　　ゲート絶縁膜
　１３Ａ　ソース電極
　１３Ｂ　ソース電極
　１４　　ドレイン電極
　１５　　半導体層
　１６　　保護層
　１７　　層間絶縁膜
　１８　　画素電極
　１９　　キャパシタ電極
　２０　　電気泳動媒体
　２１　　インクジェットヘッド
　２２　　撥液処理インキ
　３１　　第一層間絶縁膜
　３２　　第二層間絶縁膜
　４０　　ビアホール
　５０　　薄膜トランジスタアレイ
　５１　　薄膜トランジスタアレイ
　５２　　薄膜トランジスタアレイ
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